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Amplificadores MOS
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Fonte comum
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Amplificador Fonte Comum

VI}I )

Universidade de Sao Paulo

PS13322 - Jodo A. Martino — PSI/EPUSP
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I ‘ ( j ‘ | Fonte de Corrente Basica com MOSFE
Universidade de Séo Paulo Ql e Q2 na Saturagéo
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Desprezando o efeito Early:
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Fonte de Corrente Basica com MOSFE

Q1 e Q2 na saturacao

Desprezando o efeito Early:
W) (VGS o Vt)z
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| ‘ ( ) ‘ | Fonte de Corrente Basica com MOSFE
Universidade de Séo Paulo Ql e Q2 na Saturagéo

Voo 'o4 Considerando o efeito Early:
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| ‘ ( ) ‘ | Fonte de Corrente Basica com MOSFE
Universidade de Séo Paulo Ql e Q2 na Saturagéo

Voo 'o4 Considerando o efeito Early:
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[y = Ipgp [(W/L)/(W/L)1].[14+(Vo-Vis) /Vi) ]
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I ‘ ( j ‘ | Fonte de Corrente Basica com MOSFE
Universidade de Séo Paulo Ql e Q2 na Saturagéo

Desprezando o efeito Early:
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= lo = lree(WIL), / (WIL),

Considerando o efeito Early:
lo = lrgp. [(WIL)/(WIL)].[1+(Vo-Vs)/Va)l
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| ‘ () p Espelho de Corrente

Universidade de Sao Paulo

Q1 e Q2 na saturacao e
desprezando o efeito Early:

IRgF il()
l +—OV0 lo = lger(WIL), / (WIL),
O |+ | O
Considerando o efeito Early:
I lo = lrer [(W/L),/(WIL),].[1+(Vo-Vs)/VA)]

—Vss
Limites de V5 ? (Vg =>-Vgg + Vg - Vi)
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Exemplo 6.4 (pag. 354)

Universidade de Sao Paulo

Voo

musREEY N L2 A
EXEMPLO 0.4

Dado Vpp = 3 V e utilizando Iggr = 100 A, projete o
circuito da Figura 6.4 a fim de obter uma corrente de saida
com valor nominal de 100 wA. Obtenha R para Q,
e 0, casados, com comprimentos de canal de 1 um e

|arguras de canal de 10 um, V, = 0,7 Ve k, = 200
#A/VZ. Qual é o menor valor possivel de V,? Supondo
para €ssa tecnologia de fabricacdo uma tenso Early V) =
20 V/um, encontre também a resisténcia de saida da fonte
de corrente. Finalmente, determine a mudanca na corrente
de safda em razdo de uma mudancga de 1 V em V),

PS13322 - Jodo A. Martino — PSI/EPUSP



I ‘ () p Exemplo 6.4 (pag. 354)

Universidade de S&o Paulo
Dados: Vpp =3V, lggr = 100 A, 15 =100 pA, L =1 um, W =10 um,
Vi=0,7V, k,’=200uA/V?,
a) R=?
b) Qual € o menor valor possivel de Vo ?
c) r,=? (Resisténcia de saida da fonte de corrente). (V, = 20V/um)
d Alo=?seAVo=1V
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| ‘ () p Circuitos Guias de Corrente
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L, = loee (WIL), / (WIL), Voo A A

3= lper(WIL)3 / (WIL), Qﬁ_'r; i

=1,
o = 1,.(W/L)s / (WIL),

o, | I llifz —| o

L.S'.S'

Limites: V, € Vps > -Vee + (Vg — Vi)
Vs < Vpp + (Vgss — Vip)
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| ‘ () p Exercicio 6.5 (pag. 356)

Universidade de Sao Paulo

6.5 Para o circuito da Figura 6.7, seja Vpp = Vss = 1,5V,
Vimn = 0,6 V, V,, = —0,6 V, todos os comprimentos iguais
a 1 um, k, = 200 uA/V?, k, = 80 uA/V2e A = 0. Para
Irer = 10 uA, obtenha as larguras de todos os transis-
tores tais que I = 60 uA, Iz = 20 uA e Is = 80 pA. E
também altamente necessario que a tensdo no dreno de Q>
possa decrescer at€ 0,2 V antes de chegar a tensao nega-
tiva de alimentacdo e que a tensdo no dreno de Qs possa

aumentar até (0,2 V antes de chegar na tensao positiva de
alimentacio.

Resposta W) =25 um; W, = 15 um; W3 = 5 um; Wy =
12,5 wm; W5 = 50 um.
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I ‘ () p Exercicio 6.5 (pag. 356)

Universidade de Sao Paulo

Dados: Vpp =V =15V, Vin=0,6V,Vip=-06 V,L=1 um

kn” =200 pA/NVZ, k> =80 uA/VZ, & = 0. Para lgge = 10 pA:
Determine W de todos os transistors tais que I, = 60 pA, I; =20 pA,
I = 80 uA. Pelos requisitos dados |Vov| = 0,2 V.

Voo A A

Qijlg—l *—o
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Amplificador Fonte Comum
com carga ativa.
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| ‘ (:' ‘ | Amplificador Fonte Comum |REVISAO
com Carga Passiva (Rp)
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| ‘ (: ‘ | Amplificador Fonte Comum |REVISAO
com Carga Passiva (Rp)
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| ‘ (: ‘ | Amplificador Fonte Comum |REVISAO
com Carga Passiva (Rp)
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= A, = Vplv, = - gm.(Rp//rp)
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| ‘ (:' ‘ | Amplificador Fonte Comum
com Carga Ativa (Ideal)
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| ‘ (:' ‘ | Amplificador Fonte Comum
com Carga Ativa (Ideal)
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= = A, = Vlvi=-gm.ry = A,

Maior ganho possivel: Ganho intrinseco do MOSFET
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| ‘ (:' ‘ | Amplificador Fonte Comum
com Carga Ativa (Real)
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Carga Ativa Real = Espelho de corrente
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Ativa (Real)
Carga Ativa Real = Espelho de corrente

Ipy
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Amplificador Fonte Comum

com Carga Ativa (Real)
Carga Ativa Real = Espelho de corrente

Ipy
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| ‘ (:' ‘ | Amplificador Fonte Comum
com Carga Ativa (Real)
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Carga Ativa Real = Espelho de corrente
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| ‘ (:' ‘ | Amplificador Fonte Comum
com Carga Ativa (Real)
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Carga Ativa Real = Espelho de corrente
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("] Exercicio 6.14 (p. 366)

Encontre Ag para um transistor NMOS fabricado com um
processo CMOS de 0,4 gom para o qual k,, = 200 pA/V?Z2

e V43 = 20 V/pem. O transistor tem u ~omprimento d
canal de 0,4 om e é operado com urrﬁcg7 A fﬁc Iimiar d VOV?
0.25 V. Qual deve ser W para o NMOS operar com [/£,, =
100 e A? Além disso, encontre os valores de g,, e r.
Repita para L = 0,8 gom.

Respgoasta 64 V/V; 6,4 m; 0,8 mA/V; 80 kC2; 128
V/V:12.8 gam; 0,8 mA/V; 160 k€2

vDD
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r\_( Y] Exemplo6.8 (p. 367)

Considere o amplificador CMOS na Figura 6.18(a) para o
“qual: Vpp =3V, V,, =1|V,| =06V, u,C,, = 200 uA/V?
e m,C,, = 65 wmA/V2 Para todos os transistores,
L=04pumeW =4 pum. Também, V,, = 20V, |V,,| =

10 V e Iggrg = 100 pA. Calcule o ganho de tensao
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